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【背景】 

Na フラックスを用いた液相エピタキシャル

成長によって既に 2インチ以上の低転位・大型

GaN 単結晶基板の育成に成功している。しか

しながら、GaN 結晶は多くの小さなファセッ

トが会合しながら成長するため、ファセット会

合時に Ga-Na 混合融液がインクルージョンと

して結晶内に取り込まれてしまう。 

インクルージョンの取り込みを本質的に排

除する手法として、基板表面を Naフラックス

膜で連続的にコーティングしながら成長させ

る FFC-LPE 法を用いることでファセットの発

生を抑制する手法が報告されている。(1) 

本研究では FFC-LPE 法を改良・発展させる

ことで、インクルージョンフリーの高品質GaN

単結晶基板の育成を試みた。 

【実験】 

Figure 1に示すように、種結晶となる GaN下

地基板を 830℃の Ga-Na混合融液に浸漬後、気

-液界面上に基板を引き上げ、Ga-Na フラック

ス膜をコーティングする。この際、Ga-Na融液

は、GaN との濡れ性が悪いため、濡れ性を改

善するフラックス組成・プロセスを検討した。

その結果、濡れ性は劇的に向上し、厚さ約

200µm のフラックス膜を均一にコーティング

することが可能となった。その後、数 10気圧

の窒素ガスをフラックス膜中に溶解させるこ

とで、GaN 結晶を成長させる。このプロセス

を繰り返すことで GaN厚膜を成長させる。 

【結果】 

 Figure2 に育成されたGaN結晶の断面 SEM

写真を示す。 

 

 育成した GaN結晶からは、インクルージョ

ンの取り込みや成長界面は観察されず、転位密

度、不純物濃度も良好な結果を示した。 
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F  Figure 2 FFC-LLPE法で育成した GaN結晶断面 

 

F  Figure 1 FFC-LLPE法の育成プロセス 
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